
【記事掲載依頼】 

図 1 SRAM のパスゲートトランジスタにおける矛盾 
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SRAMセル • 読み出しと書き込みで電流方向が逆

パスゲートトランジスタ： データの入出力を担当

読み出し： セル電流が少ない方がデータが壊れにくい

書き込み： セル電流が多い方が書き込みやすい

SRAMに内在する矛盾

電流電圧特性が非対称なパスゲートトランジスタが必要  
 
 
 
 
 
 
 

図 2 提案技術の電子注入による非対称パスゲートトランジスタ 
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図 3 
  (a)パスゲートトランジスタへの電子注入による SRAM 安定性の自己修復 
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(b)自己修復機能イメージ図 

SRAMセルの安定性のバランスのイメージ

本提案手法

電子注入により
各セルの安定性が

同時に「自己修復」される

トランジスタのしきい値電圧
ばらつきにより

セル毎に安定性がばらつく
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